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前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则   第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国汽车标准化技术委员会（SAC/TC 114）提出并归口。

本文件起草单位：烟台睿创微纳技术股份有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司、杭州海康微影

传感科技有限公司、北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司、广州飒特红外科技有限公司、惠州市德

赛西威汽车电子股份有限公司。

本文件主要起草人：李金、张行、张鹏、丁金玲、邓清、李齐、卢贤能、陈婷、胡月、公衍刚、刘建华。
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汽车红外热成像芯片技术要求及试验方法

1 范围

本文件规定了汽车红外热成像芯片（以下简称“芯片”）的技术要求和试验方法。

本文件适用于 8 μm~14 μm 非制冷汽车红外热成像芯片的设计开发、试验、评估和应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 4937.4—2012 半导体器件  机械和气候试验方法　第 4 部分：强加速稳态湿热试验

（HAST）

GB/T 4937.12—2018 半导体器件  机械和气候试验方法　第 12 部分：扫频振动

GB/T 4937.26 半导体器件  机械和气候试验方法　第 26 部分：静电放电（ESD）敏感度测试　人

体模型（HBM）

GB/T 17444—2013 红外焦平面阵列参数测试方法

GB/T 34590.2—2022 道路车辆  功能安全　第 2 部分：功能安全管理

GB/T 34590.4—2022 道路车辆  功能安全　第 4 部分：产品开发：系统层面

GB/T 34590.5—2022 道路车辆  功能安全　第 5 部分：产品开发：硬件层面

GB/T 34590.7—2022 道路车辆  功能安全　第 7 部分：生产、运行、服务和报废

GB/T 34590.8—2022 道路车辆  功能安全　第 8 部分：支持过程

GB/T 34590.9—2022 道路车辆  功能安全　第 9 部分：以汽车安全完整性等级为导向和以安全

为导向的分析

GB/T 34590.10—2022 道路车辆  功能安全　第 10 部分：指南

GB/T 34590.11—2022　道路车辆  功能安全　第 11 部分：半导体应用指南

GB/T 36479—2018 集成电路  焊柱阵列试验方法

GB/T 45718 半导体器件  内部金属层间的时间相关介电击穿（TDDB）试验

GB/T 45719 半导体器件  金属氧化物半导体（MOS) 晶体管的热载流子试验

GB/T 45720 半导体器件  栅介质层的时间相关介电击穿（TDDB）试验

GB/T 45721.1 半导体器件  应力迁移试验　第 1 部分：铜应力迁移试验

GB/T 45722 半导体器件   恒流电迁移试验

GB/T 46894—2025 车辆集成电路电磁兼容试验通用规范

IEC 60749-3 半导体器件  机械和气候试验方法　第 3 部分  外观检查（Semiconductor  devices—Me⁃
chanical and climatic test methods—Part 3： External visual examination）

IEC 60749-10 半导体器件  机械和气候试验方法　第 10 部分：机械冲击（Semiconductor devices—
Mechanical and climatic test methods—Part 10： Mechanical shock—device and subassembly）

IEC 62373-1 半导体器件  金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFETs）的偏置温度不稳定性试

验　第 1 部分：MOSFETs 的快速偏置温度不稳定性试验［Semiconductor devices—Bias-temperature sta⁃
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